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International application No- 
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PAC-012-W0 
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Priority date (day/month/year) 
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1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

I X I in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

08 August 2000 (08.08.00) 

I I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | was 

I I was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WlPO 


Authorized officer 




34, chemtn des Colombettes 
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121 1 Geneva 20, SwrUerland 
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(PCT Article 36 and Rule 70) 




Applicant's or agent's file reference 
U190/PCT 


See Notification of Transmittal of Internationa! 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 
PCT/CZOO/00084 


International filing date (day/month/year) 
10/11/2000 


Priority date (day/month/year) 
12/11/1999 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
B60S1/38 


Applicant 
MILDNER, Jiri 



1 . This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet. 

□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 



Basis of the report 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


vm 


□ 



Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations suporting such statement 



Date of submission of the demand 
08/06/2001 


Date of completion of this report 
01.03.2002 


Name and mailing address of the international 
preliminary examining authority: 

^ European Patent Office 
^) D-80298 Munich 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Authorized officer ^^ssr^ 

Durand-Smet, J (| ^ )) 

Telephone No. +49 89 2399 8881 Mw^^/ 



Form PCT/I PEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY 

^EXAMINATION REPORT International application No. PCT/CZOO/00084 



I. Basis of the report 

1 . With regard to the elements of the international application (Replacement sheets which have been furnished to 
the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" 
and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70. 16 and 70. 1 7)): 
Description, pages: 

1 -7 as originally filed 

Claims, No.: 

1-7 as originally filed 

Drawings, sheets: 

1/2,2/2 as originally filed 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the 
language in which the international application was filed, unless otherwise Indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language: , which is: 

□ the language of a translation furnished for the purposes of the international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 
55.2 and/or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the 
international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the Internationa! application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in 
the international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence 
listing has been furnished. 

4. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages: 

□ the claims, Nos.: 



Form PCT/IPEA/409 (Boxes l-Vlll. Sheet 1) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINATION REPORT 



International application No. PCT/CZOO/00084 



□ the drawings, sheets: 

5. □ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been 
considered to go beyond the disclosure as filed (Rule 70.2(c)): 

(Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this 
report.) 



6. Additional observations, if necessary: 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1. Statement 



Novelty (N) 


Yes: 


Claims 


1-7 




No: 


Claims 




Inventive step (IS) 


Yes: 


Claims 






No: 


Claims 


1-7 


Industrial applicability (lA) 


Yes: 


Claims 


1-7 




No: 


Claims 





2. Citations and explanations 
see separate sheet 



Form PCT/IPEA/409 (Boxes l-VIM, Sheet 2) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY International application No. PCT/CZOO/00084 

• EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET 



Item V : 

1 . It is already known from DE-A-2 354 804 to provide a wiper, especially a 
windscreen wiper (12), connprising a swinging arm (18) and a wiping bail holder 
fitted with a wiping bail, whereby the wiping bail holder is equipped with an ending 
part (20, 22, 25) from a flexible element at its end farther from the axis of rotation 
of the swinging arm whereas the inner surface of the flexible element (24, 25) 
includes an angle of 80° to 160° with the wiping bail (16) and the surface of the 
bottom part of the flexible element (24) is placed at a distance from the wiping bail 
holder of 60 to 95% of the distance between the surface of the bottom part of the 
wiping bail from the wiping bail holder (24). 

2. Vis-vis this prior art, the subject-matter of claim 1 differs merely by the fact that 
the hardness of the ending part from a flexible element is at least 20% lower than 
that of the wiping bail. Such a difference seems to fall within the scope of normal 
practice or experimentation for a skilled person. 

Therefore, the subject-matter of claim 1 does not appear to be novel and 
inventive, contrary to the requirements of article 33 (1) and (3) PCT. 

3. The subject-matter of each of the dependent claims is either well known in itself 
from the prior art cited, or falls within the scope of normal practice or 
experimentation for the person skilled in the art. 



Jerome DURAND-SMET 



PCT/Separate Sheet/409 (Sheet 1) (EPO-April 1997) 




PATENT COOPERATION TiKATY 

PCX 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCX Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 

PAC-012.W0 


r\ riTDToir r^T SeeNotificationofTransmittaloflntemational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date {day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/DEOO/00084 


12 January 2000(12.01.00) 


18 January 1999(18.01.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




B23K 1/005 






Applicant 

PAC TECH - PACKAGING TECHNOLOGIES GMBH 



1 . This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of. 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicabiy 
citations and explanations supporting such statement 



Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 




V 




V] 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 












Date of submission of the demand 

08 August 2000 (08.08.00) 


Date of completion of this report 

19 April 2001 (19.04.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPE A/409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DEOO/00084 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

the description: 

pages 2,7-12 

pages 

pages 




, as originally filed 



, filed with the demand 



l,3,3a,4-6 



, filed with the letter of 22 February 2001 (22.02.2001) 



^ the claims: 
pages 



, as originally filed 
, as amended (together with any statement under Article 19 



pages 




, filed with the demand 


pages 1-9 


, filed with the letter of 


22 February 2001 (22.02.2001) 


the drawings: 
pages 


1/3-3/3 


, as originally filed 


pages 




, filed with the demand 


pages 


, filed with the letter of 




1 1 the sequence listing part of the description: 

pages 




, as originally filed 


pages 




, filed with the demand 


pages 


, filed with the letter of 





2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

the language of a translation fiimished for the purposes of international search (under Rule 23.1 (b)). 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form, 
filed together with the international application in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

the claims, Nos. 



the drawings, sheets/fig 



considered to go 



□ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been Jurnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70. 7 7). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 



Form PCT/lPEA/409 (Box I) (July 1998) 




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DEOO/00084 



rv. Lack of unity of invention 



1 . In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has: 

I I restricted the claims. 

I I paid additional fees. 

I I paid additional fees under protest. 

I I neither restricted nor paid additional fees. 



This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, 



rr7| 1 his Authority louna tnai me requirement or unity oi mvei 
2. LiSJ not to invite the applicant to restrict or pay additional fees. 



3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is 
I I complied with. 




not complied with for the following reasons: 



See continuation sheet. 



4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination 
in establishing this report: 




all parts. 

I I the parts relating to claims Nos. 



Form PCT/IPE A/409 (Box IV) (July 1998) 



V^emational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT PCT/DE 00/00084 



Supplemental Box 

(To be us ed when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: BOX IV. 3 

Box IV 

Lack of unity of invention 

1. This report makes reference to the following 
documents : 



Dl: 


JP 


-A- 


60 162 574 


D2: 


WO 


-A- 


97/12714 


D3: 


US 


-A- 


4 906 812 


D4 : 


JP 


-A- 


61 219 467 


D5: 


JP 


-A- 


7 142 854. 



2. The different inventions are the method as per 
Claim 1 and the device as per Claim 5. For the 
following reasons, these inventions are not so 
linked as to form a single general inventive 
concept (PCT Rule 13.1). 

Dl discloses: 

a method for thermally joining junction 
surfaces of a contact substrate (1) with 
junction surfaces of a carrier substrate, the 
substrate being arranged in such a position for 
joining that the junction surfaces face each 
other on either side of the junction plane and 
the contact substrate is heated to the joining 
temperature from its rear side opposite to the 
junction surfaces in order to achieve the 
junction temperature required in the junction 
plane, laser energy (20) being applied to the 
contact substrate in order to heat it. 



Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1994) 



^^lemational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT PCT/DE 00/00084 



Supplemental Box 

(To be used when the sp ace in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: BOX IV . 3 

The subject matter of Claim 1 differs therefrom in 
that an adhesive material deposit arranged in the 
junction plane between the substrates is displaced 
at the same time as the contact substrate is 
brought to the junction position and the junction 
surfaces of the substrates are thermally joined. 

Claim 5 does not contain this feature or a 
corresponding technical feature. Consequently, 
there is no technical relationship between the two 
claims . 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



temational application No. 
PCT/DE 00/00084 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-4, 6 



5, 7-9 



1-9 



1-9 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 



3. 



The present application does not meet the 
requirements of POT Article 33(2) because the 
subject matter of Claim 5 is not novel. 

Dl discloses: 

a contacting device (3) for establishing a 
thermal junction between mutually opposite 
joining surfaces of two substrates in a junction 
plane, the contacting device comprising a 
contact mouthpiece which is used for joining to 
at least one glass fibre end section (23) and is 
fitted with a vacuum device (11) connected to a 
vacuum opening in a contact surface of the 
contact mouthpiece, a fibre-holder being used to 
join the at least one glass fibre end section to 
the contact mouthpiece (implicit) and the 
contact mouthpiece being provided with a number 
of glass fibre reception channels which 
corresponds to the number of glass fibres used 
(the vacuum chamber is longer than wide and can 
therefore be regarded as a channel), the glass 
fibre reception channel (s) opening into the 
contact surface and forming at the same time 
vacuum lines of the vacuum device. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



temational application No. 



PCT/DE 00/00084 



The features of Claims 7-9 are also known from Dl . 



4. The distinguishing feature of Claim 1 mentioned in 
Box IV does not involve an inventive step (PCT 
Article 33(3)) for the following reasons: 

The method of Dl is part of a welding method. It is 
known that a welding material, i.e. an adhesive 
material deposit, is introduced between the 
substrate joining surfaces during welding, and that 
this material is mostly displaced in order to wet 
the entire surface. 



A person skilled in the art would therefore consider 
using such a welding method with the device of Dl an 
obvious possibility. Proceeding from Dl, he would 
thus arrive at a method as per Claim 1 without being 
inventive . 

5. Dependent Claims 2-4 and 6 do not contain any 

features which, in combination with the features of 
any claim to which they refer, meet the PCT 
requirements for inventive step, for the following 
reasons : 

The additional features of Claims 2-4 are known 
from Dl . 

The additional feature of Claim 6 is known from 
D3 . 
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VERTRAG UBER 




INTERNATIONALE ZUSAlA-NARBEIT AUF DEM 
^EBIET DES PATENTWESEl^ 



PCT 



REC'D 2 3 APR 2001 



1 VVIFO 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



5 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
PAC-012-W0 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Fomnblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/00084 


Internationales Anmeldedatum (T ag/Monat/Jahr) 
12/01/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
18/01/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
B23K1/005 


Anmeider 

PAC TECH - PACKAGING TECHNOLOGIES GMBH et al. 



1 Dieser internationale vorlauf ige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmeider gemaB Artikel 36 Cibermittelt. 

2. Dieser BERICHT umtaBt insgesamt 7 Blatter einschiieRlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabei handeit es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen. die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 9 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

Mi □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV S Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Vtll □ Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
08/08/2000 


Datum der Fertigstetlung dieses Berichts 
19.04.2001 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^o^«*S>v 

1 m\ 

Caubet, J-S \% // 

Tel. Nr. +49 89 2399 2344 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/00084 



I. Grundlag des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, getten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, well sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

2,7-12 ursprungliche Fassung 

1,3,3a,4-6 eingegangen am 22/02/2001 mit Schreiben vom 20/02/2001 
Patentanspriiche, Nr.: 

1-9 eingegangen am 22/02/2001 mit Schreiben vom 20/02/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, In der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der In der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



Formbtatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIH, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/00084 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



□ 



Beschreibung, 

Anspruche, 

Zeichnungen, 



Seiten: 



□ 



Nr.: 



□ 



Blatt: 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliclie Bemerkungen: 

IV. Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzllcher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. H Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheltlichkeit der Erfindung nicht erfullt Ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung 
zusatzllcher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheltlichkeit der Erfindung nach den Regein 13.1, 13.2 
und 13.3 

□ erfullt ist 

S aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine Internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

S aiie Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. beziehen. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/00084 



V. B grundete F ststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der N uheit, der erfinderlsch n Tatigkeit und der 
gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-4,6 

Nein: Anspruche 5,7-9 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-9 

Gewerbiiche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt IV 

Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/00084 



1 ) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: JP-A-60 162574 
D2: WO-A-97 12714 
D3: US-A-4 906 812 
D4: JP-A-61 219467 
D5: JP-A-7 142854 

2) Die verschiedenen Erfindungen sind das Verfahren nach Anspruch 1 und die 
Vorrichtung nach Anspruch 5. Aus den folgenden Griinden hangen diese 
Erfindungen nicht so zusammen, daB sie eine einzige allgemeine erfinderische 
Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT): 

Die D1 offenbart: 

Ein Verfahren zur thernnischen Verbindung von AnschluBflachen eines 
Kontaktsubstrats (1) mit AnschluBflachen eines Tragersubstrats, wobei zur 
Durchfuhrung der Verbindung die Substrate in einer Verbindungsposition 
derart angeordnet werden, daB die AnschluBflachen der Verbindungsebene 
einander gegenuberliegen, und zur Erzielung der in der Verbindungsebene 
notwendigen Verbindungstemperatur Kontaktsubstrat von seiner, den 
AnschluBflachen gegenuberliegend Ruckseite her auf die 
Verbindungstemperatur aufgeheizt wird, wobei zur Aufheizung des 
Kontaktsubstrats eine Beaufschlagung des Substrats mit Laserenergie (20) 
erfolgt; 

von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB 
gleichzeitig mit Anordnung des Kontaktsubstrats in der Verbindungsposition und 
nachfolgender Herstellung der thermischen Verbindung der AnschluBflachen der 
Substrate eine Verdrangung eines in der Verbindungsebene zwischen den 
Substraten angeordneten Klebermaterialdepots erfolgt. 
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Weder dieses noch ein entsprechendes technisches Merkmal ist im Anspruch 5 
enthalten. Infolgedessen besteht zwischen den beiden Anspruchen kein 
technischer Zusammenhang. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen 
und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

3) Die vorliegende Annneldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, 
weil der Gegenstand des Anspruchs 5 nicht neu ist. 

D1 offenbart: 

Bine Kontaktiereinrichtung (3) zur Herstellung einer thernnischen Verbindung 
zwischen in einer Verbindungsebene einander gegenuberliegenden 
AnschluBflachen zweier Substrate mit einem KontaktmundstCick zum 
AnschluB an mindestens ein Glasfaserendstuck (23), wobei das 
Kontaktmundstuck nnit einer Unterdruckeinrichtung (11) versehen ist, die mit 
einer Unterdruckoffnung in einer Kontaktflache des Kontaktmundstucks 
verbunden ist, wobei der AnschluB des mindestens einen 
Glasfaserendstucks an das Kontaktmundstuck mittels einer 
Faserhalteeinrichtung erfolgt (implizit), und das Kontaktmundstuck mit der 
Anzahl der verwendeten Glasfasern entsprechenden 
Glasfaseraufnahmekanalen (die Unterdruckkammer ist langer als breit und 
kann daher als Kanal angesehen werden) versehen ist, die in die 
Kontaktflache miindet, und wobei der Glasfaseraufnahmekanal bzw. die 
Glasfaseraufnahmekanalen gleichzeitig zur Ausbiidung von 
Unterdruckleitungen der Unterdruckeinrichtung dienen. 

Die Merkmale der Anspruche 7-9 sind auch aus D1 bekannt. 

4) Das unter Punkt IV oben genannte Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs 1 
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beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT); und dies aus 
folgenden Grunden: 

Das Verfahren nach D1 ist eine Teil eines Lotverfahrens. Es ist an sich bekannt, 
daB beim Loten ein Lotmaterial, d.h. ein Klebermaterialdepot, zwischen den 
AnschluBflachen der Substrate eingesetzt wird, das in meisten Fallen verdrangt 
wird, um die gesamte Flache zu benetzen. 

Der Fachmann wurde es als eine naheliegende Moglichkeit ein solches 
Lotverfahren mit der Vorrichtung nach D1 durchzufuhren. Auf diese Weise wurde 
er ausgehend von D1 ohne erfinderisches Zutun zu einem Verfahren gemaB dem 
Anspruch 1 gelangen. 

5) Die abhangigen Anspruche 2-4 und 6 enthalten keine Merkmale. die in 
Konnbination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. 
Die Griinde dafur sind die folgenden: 

Die zusatzlichen Merknnale der Anspruche 2-4 sind aus der D1 bekannt. 
Das zusatzliche Merknnal des Anspruchs 6 ist aus der D3 bekannt. 
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Verfahren und Vorrichtung zur thermischen Verbindung von AnschluBfiachen 

zweier Substrate 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahre ur thormijchL^a VcibfJ 
dung von AnschluBfiachen eines Kontaktsubstrats mit AnschluBjiocnen 
eines Tragersubstrats, wobei zur Durchfiihrung der VejixHl^ung die 
Substrate in einer Verbindungsposition derajt-atfgeordnet werden, daB die 
AnschluBfiachen in der Verbindunig&eiSene einander gegenuberliegen, und 
zur Erzielung der in derJterPindungsebene notwendigen Verbindungs- 
temperatur da^-^KSntaktsubstrat von seiner, den AnschluBfiachen gegen- 
tiberlij^g^den Ruckseite her auf die Verbindungstemperatur aufgeheizt 

Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine zur Durchfiih- 
rung des Verfahrens geeignete Vorrichtung gemaB dem Oberbegriff des 
Anspruchs 

Zur Kontaktierung der AnschluBfiachen eines Substrats mit AnschluBfia- 
chen eines weiteren Substrats, also beispielsweise zur Kontaktierung 
eines Chips auf einem Tragersubstrat, ist es bekannt, den in eine Verbin- 
dungsposition mit dem Tragersubstrat ilberfiihrten Chip» in der die Chip- 
anschluBflachen den zugeordneten AnschluBfiachen des Tragersubstrats 
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Aufgrund der vorgenannten langen Aufheizzeit, die zur Erreichung der 
Verbindungstemperatur im Chip bzw. in den AnschluBflachen des Chips 
notwendig ist, erweist sich das bekannte Verfahren zur Anwendung bei 
temperaturempfindlichen Substraten, wie beispielsweise aus PVC oder 
5 Polyester, als ungeeignet. Somit ist es auch nicht moglich, das bekannte 
Verfahren im Bereich der Chipkarten-Herstellung einzusetzen, bei der 
Chips auf Tragersubstraten aus PVC, Polyester oder ahnlich temperatur- 
empfindlichen Materialien verwendet werden. 

In der JP-A-60 162 574 ist eine Vorrichtung zur riickwartigen Energiebe- 
10 aufschlagung eines Chipbauteils mittels Laserenergie, welche durch eine 
Glasfaser zugefiihrt und durch eine Linse gebiindelt wird, beschrieben. 
Das Chipbauteil wird durch eine Unterdruckeinrichtung in Position 
gehalten. Die Unterdruckeinrichtung ist getrennt vom Glasfaserkanal 
ausgebildet. 

In der WO 97/12714 ist eine Vorrichtung zum beriihrungslosen, selekti- 
ven Ein- oder Ausloten von Bauelementen beschrieben. Bei dieser Vor- 
richtung wird Licht einer Infrarotlampe durch eine starre Quarzglasrohre 
auf ein Bauteil geleitet. Der Rohreninnenraum dient zur Beaufschlagung 
des Bauteils mit einem Vakuum, so daU das Bauteil an der Quarzglasrohre 
gehalten werden kann. 

In der US-A-4,906,812 ist eine Lotvorrichtung beschrieben, bei der das 
Laserlicht mittels einer Glasfaser auf die Lotstelle geleitet wird. Zum 
Abtransport von Lotdampfen ist eine gesondert ausgefiihrte Zufuhrleitung 
und Abfuhrleitung fur Gase zur bzw. von der Lotstelle vorhanden. 

25 In der JP-A-61 219 467 ist eine Vorrichtung zur Befestigung einer fle- 
xiblen Leiterplatte auf einer anderen Leiterplatte beschrieben. Die fle- 
xible Leiterplatte wird mittels einer Vakuumeinrichtung gehalten, wah- 
rend liber getrennt ausgebildete Kanale die Kontaktstellen mittels Laser- 
licht, das iiber eine Glasfaser zugefiihrt wird, erwarmt werden. 



15 



20 
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In der JP-A-07 142 854 ist eine Vorrichtung zum Anbringen von integ- 
rierten Schaltkreisen auf einem Substrat beschrieben. Die elektronischen 
Schaltkreise werden von einer Vakuumpipette an die entsprechende 
Position gebracht und gehalten. Die AnschluBbeine werden von Laserlicht 
5 eines beweglich befestigten Lasers erhitzt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
bzw. eine Vorrichtung vorzuschlagen, das bzw. die auf einfache Weise 
die Herstellung einer Verbindung der eingangs genannten Art auch unter 
Verwendung temperaturempfindlicher Substrate ermoglicht und eine 
10 besonders haltbare und stabile Verbindung mit gleichzeitiger Versiege- 
lung des Kontaktbereichs gewahrleisten kann. 

Diese Aufgabe v^ird durch ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung gemaU 
dem Anspruch 1 bzw. 5 gelost. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren erfolgt zur Aufheizung des Kon- 

15 taktsubstrats eine Beaufschlagung des Substrats mit Laserenergie. Hierbei 
wird der zur Aufheizung des Kontaktsubstrats, also beispielsweise des 
Chips, notwendige Energieeintrag in den Chip durch die Absorption der 
Laserstrahlung im Chip ermoglicht, so daB die Warmeenergie erst im 
Chip selbst ausgebildet wird. Mithin tritt bei dem erfindungsgemaBen 

20 Verfahren auch kein Warmeubergangswiderstand mit den eingangs aus- 
gefuhrten Nachteilen fxir die Aufheizzeit des Chips auf. Im Ergebnis wird 
hierdurch die Aufheizzeit betrachtlich verktirzt, woraus sich eine wesent- 
lich reduzierte Temperaturbelastung fiir beide Substrate ergibt. Insbeson- 
dere bei der Chipkarten-Herstellung wird also eine Gefahrdung des 

25 empfindlichen Tragersubstrats vermieden. Wegen der relativ geringen 
Temperaturbelastung ist die Wahl des Materials des Tragersubstrats 
beliebig. So kommen neben Kunststoffsubstraten auch Papiersubstrate in 
Frage. Dariiber hinaus wird auch die Gefahr von Dotierungsanderungen in 
der Chipstruktur, wie sie bei zu hoher Temperaturbelastung auftreten 

30 konnen, erheblich reduziert. Da die Aufheizung der ChipanschluBflachen 
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durch eine Aufheizung der Struktur des Kontaktsubstrats erfolgt, ist auch 
keine Fokussierung der Laserstrahlung auf die ChipanschluBflachen 
notwendig, so dafl auf eine entsprechende Fokussierungseinrichtung 
verzichtet werden kann. Gleichzeitig mit Anordnung der Substrate in der 
5 Verbindungspositon und nachfolgender Herstellung der thermischen 

Verbindung der AnschluBflachen der Substrate erfolgt eine Verdrangung 
eines in der Verbindungsebene zwischen den Substraten angeordneten 
Klebematerials. Dies erweist sich als besonders effektiv, da kein nachfol- 
gender, separator Verfahrensschritt zur Versiegelung des Verbindungs- 
10 spaltes zwischen den Substraten erforderlich ist. Eine besonders haltbare, 
da insbesondere gegen Korrosionswirkung der Umgebung geschtitzte Art 
der Verbindung beider Substrate laBt sich so erzielen. 

Besonders gute Verbindungsergebnisse, insbesondere hinsichtlich einer 
moglichst gleichmaBigen Spaltausbildung zwischen den Kontaktoberfla- 

15 chen der Substrate, werden moglich, wenn wahrend der Aufheizung des 
Substrats und der Kontaktierung der einander gegeniiberliegenden 
AnschluBflachen der Substrate eine Abstiitzung der Ruckseite des Kon- 
taktsubstrats erfolgt, derart, daB zumindest teilweise Flachenbereiche der 
Ruckseite abgestiitzt werden, die auBerhalb der durch die Laserenergie 

20 beaufschlagten Energieflache liegen. 

Eine besonders effektive Moglichkeit der Ausftihrung des Verfahrens 
ergibt sich, wenn die Abstiitzung zumindest teilweise mittels einer 
Kontaktflache einer Kontaktiereinrichtung erfolgt, die zum AnschluB oder 
zur Aufnahme einer Glasfaser dient. 

25 Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn im Zusammenhang mit 
der Durchfiihrung des Verbindungsverfahrens das Substrat zur Uberfiih- 
rung in die Verbindungsposition durch die Kontaktflache mit Unterdruck 
beaufschlagt wird, da es hierdurch moglich wird, die Herstellung der 
Verbindung sowie die Handhabung des Kontaktsubstrats mit ein und 

30 derselben Vorrichtung durchzufiihren. 
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Die erfindungsgemaBe Kontaktiereinrichtung zur Herstellung einer 
thermischen Verbindung zwischen in einer Verbindungsebene einander 
gegeniiberliegenden AnschluBflachen zweier Substrate ist mit einem 
Kontaktmundsttick versehen, das zum Anschlufi an mindestens ein Glas- 
5 faserendstiick dient. Das Kontaktmundstuck weist eine Unterdruckein- 
richtung auf, die mit einer Unterdruckoffnung in einer Kontaktflache des 
Kontaktmundstiicks verbunden ist. Hierdurch ermoglicht die erfindungs- 
gemaBe Kontaktiereinrichtung nicht nur eine Beheizung des Substrats 
durch Induzierung der Verbindungswarme im Substrat, sondern vielmehr 
10 gleichzeitig auch eine Handhabung des zu kontaktierenden Substrats, 
wodurch insgesamt eine besonders effektive Herstellung einer Verbin- 
dung zwischen zwei Substraten moglich wird. 

Der Anschlufi des zumindest einen Glasfaserendstiicks an das Kontakt- 
mundstuck erfolgt mittels einer Faserhalteeinrichtung, und das Kontakt- 

15 mundstiick ist mit der Anzahl der verwendeten Glasfasern entsprechenden 
Glasfaseraufnahmekanalen versehen, die in die Kontaktflache einmiinden, 
so daB eine besonders exakte Ausrichtung und definierte Anordnung des 
zumindest einen Glasfaserendstiicks gegeniiber dem Kontaktubstrat 
erreicht werden kann. Dabei konnen Faserendquerschnitte der Glasfaser- 

20 endstiicke mit Abstand zur Kontaktflache des Kontaktmundstucks oder 
biindig rait der Kontaktflache des Kontaktmundstucks angeordnet sein. 

Der Glasfaseraufnahmekanal bzw. die Glasfaseraufnahmekanale dient 
dabei gleichzeitig zur Ausbildung von Unterdruckleitungen der Unter- 
druckeinrichtung, so daB ein besonders einfacher Aufbau des Kontakt- 
25 mundstucks moglich ist. 

Insbesondere bei einer mit der Kontaktflache des Kontaktmundstucks 
bundigen Anordnung der Faserendquerschnitte der Glasfaserendstucke 
erweist es sich als vorteilhaft, die Faserhalteeinrichtung mit einer Faser- 
vorschubeinrichtung zu versehen. Dabei kann die Faservorschubeinrich- 
30 tung separat oder in die Faserhalteeinrichtung integriert ausgebildet sein. 
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gleichzeitig zur Ausbildung von Unterdnj^^J^i^^mgSn^ 

richtung dien^n^J^t-fiija^-^^^^ Aufbau des Kontaktmund- 

5 Weiterhin tragt zur Vereinfachung des Aufbaus des Kontaktmundstucks 
bei, wenn die Faserhalteeinrichtung mit einem DruckanschluB fiir die 
Unterdruckeinrichtung versehen ist, so daB in der Faserhalteeinrichtung 
gleichzeitig zwei Funktionen realisiert sind. 

Fine besonders wartungsarme Ausfuhrung der Kontaktiereinrichtung wird 
10 moglich, wenn die Faserhalteeinrichtung zur Aufnahme von zumindest 
einem Glasfaserendstiick dient, derart, daB ein Faserendquerschnitt mit 
Abstand zur Kontaktflache des Kontaktmundstucks angeordnet ist. Hier- 
durch wird ein direkter Beriihrungskontakt zwischen dem Faserendquer- 
schnitt und dem aufzuheizenden Substrat vermieden, so daB eine Erwar- 
15 mung des Faserendquerschnitts mit einer daraus resultierenden moglichen 
Verschmutzung des Faserendquerschnitts unterbleibt. 

Wenn das Kontaktmundstiick als kapselartiger Hohlkorper ausgebildet ist, 
der in der Kontaktflache die Unterdruckoffnung und in seiner Mantelfla- 
che den DruckanschluB aufweist, wird eine besonders einfach ausgebil- 
20 dete und leicht herstellbare Ausfiihrungsform der Kontaktiereinrichtung 
moglich. 

Nachfolgend werden bevorzugte Varianten des erfindungsgemaBen 
Verfahrens bzw, bevorzugte Ausfiihrungsformen der erfindungsgemaBen 
Vorrichtung anhand der Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

25 Fig. 1 eine Kontaktiereinrichtung unmittelbar vor Kontaktierung 

eines Kontaktsubstrats auf einem Tragersubstrat; 

Fig. 2 eine weitere Ausfiihrungsform einer Kontaktiereinrichtung 
wahrend der Kontaktierung des in Fig. 1 dargestellten 
Kontaktsubstrats auf dem Tragersubstrat; 
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Neue Pateatanspruche 

Verfahren zur thermischen Verbindung von AnschluJJflachen eines 
Kontaktsubstrats mit Anschlussflachen eines Tragersubstrats, wobei 
zur Durchfuhrung der Verbindung die Substrate in einer Verbin- 
dungsposition derart angeordnet werden, daB die Anschlussflachen in 
der Verbindungsebene einander gegenuberliegen, und zur Erzielung 
der in der Verbindungsebene notwendigen Verbindungstemperatur das 
Kontaktsubstrat von seiner, den AnschluBflachen gegeniiberliegenden 
Riickseite her auf die Verbindungstemperatur aufgeheizt wird, wobei 
zur Aufheizung des Kontaktsubstrats eine Beaufschlagung des Sub- 
strats mit Laserenergie erfolgt, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB gleichzeitig mit Anordnung des Kontaktsubstrats (11, 44) in der 
Verbindungsposition und nachfolgender Herstellung der thermischen 
Verbindung der AnschluBflachen (26, 27; 28, 29) der Substrate (11, 
44; 12) eine Verdrangung eines in der Verbindungsebene zwischen 
den Substraten angeordneten Klebermaterialdepots (32) erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB wahrend der Aufheizung des Kontaktsubstrats (11, 44) und einer 
Kontaktierung der einander gegenuberliegenden AnschluBflachen (26, 
27; 28, 29) der Substrate eine Abstiitzung der Riickseite (25, 43) der 
Substrate erfolgt, derart, daB zumindest teilweise Flachenbereiche der 
Riickseite abgestiitzt werden, die auBerhalb der durch die Laserener- 
gie beaufschlagten Energieflache (51) liegen. 
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Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die Absttitzung zumindest teilweise mittels einer Kontaktflache 
(14, 48, 56) einer Kontaktiereinrichtung (10, 30, 39, 52) erfolgt, die 
zum AnschluB oder zur Aufnahme einer Glasfaser (16) dient. 

Verfahren nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Substrat (11, 44) zur Uberfuhrung in die Verbindungsposition 
durch die Kontaktflache (14, 48, 56) mit Unterdruck beaufschlagt 
wird. 

Kontaktiereinrichtung zur Herstellung einer thermischen Verbindung 
zwischen in einer Verbindungsebene einander gegenuberliegenden 
AnschluBflachen zweier Substrate mit einem Kontaktmundstiick zum 
AnschluB an mindestens ein Glasfaserendstixck, bei der das Kontakt- 
mundstiick mit einer Unterdruckeinrichtung versehen ist, die mit einer 
Unterdruckoffnung in einer Kontaktflache des Kontaktmundstucks 
verbunden ist, wobei der AnschluB des mindestens einen Glasfaser- 
endstucks an das Kontaktmundstiick mittels einer Faserhalteeinrich- 
tung erfolgt, und das Kontaktmundstiick mit der Anzahl der verwen- 
deten Glasfasern entsprechenden Glasfaseraufnahmekanalen versehen 
ist, die in die Kontaktflache miinden, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Glasfaseraufnahmekanal (17) bzw. die Glasfaseraufnahmeka- 
nale (40, 41) gleichzeitig zur Ausbildung von Unterdruckleitungen 
der Unterdruckeinrichtung dienen. 
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6. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung mit einer Faservorschubeinrichtung 
versehen ist. 

5 7. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung (19) mit einem DruckanschluB (21) zur 
Ausbildung der Unterdruckeinrichtung versehen ist. 

8. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 5, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung (19, 35, 46, 54) zur Aufnahme von zu- 
mindest einem Glasfaserendstiick (15, 42, 55) dient, derart, daB ein 
Faserendquerschnitt (34) mit Abstand zur Kontaktflache (14, 48, 56) 
des Kontaktmundstiicks (13, 31, 45, 53) angeordnet ist. 

15 9. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Kontaktmundstiick (53) als kapselartiger Hohlkorper ausge- 
bildet ist, der in der Kontaktflache die Unterdruckoffnung und in sei- 
ner Mantelflache (57) den DruckanschluB (59) aufweist. 
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I I Die Internationale Recherche 1st auf der Grundlage etner bel der BehOrde elngerelchten Obersetzung der Internationa] n 
AnmekJung (Regel 23.1 b)) durchgefOhrt worden. 

HInslchtllch der in der Intematlonalen Anmeklung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosflureaequenz 1st die Intematlonale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das 

I In der Intemationalen Anmeldung In Schrtfllcher Fonn enthatten 1st 

zusammen mtt der Intematlonalen Anmeldung In computerte8t>arer Fonn elngerelcht worden 1st 
bel der BehOrde nachtrflgllch In schrtftllcher Fonn elr^relcht worden 1st 
bel der BehOrde nachtrfigllch In computeriesbarer Fonn elngerelcht worden 1st 

Die Erklflrung, da0 das nachtrfigllch elngerek>hte schrtfUlche Sequenzprotokoll nicht Qber den Off^nbarungsgehalt der 
Intemattonalen Anmeldung Im Anmektozeltpunkt hinausgeht wurde vorgelegt 

Die ErKt&ung, da0 die In computeriesbarer Fonn erfa6ten Infbrmatlonen dem schrtftltchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 



□ 
□ 

□ 
□ 

□ 



2. 
3. 



I I Bastimmte Ansprtlche haben sich ale nicM rocherchlerbar erwteeen (slehe Feld 1). 
[~| Mangalnda Einhettlichkeit der Erflndung (slehe Feld II). 



4. HInslchtllch der Bezoichnung dor Erflndung 

PC] wIrd der vom AnmeMer eingerelchte Wortlaut genehmlgt. 
I I wurde der Wortlaut von der Beh6rde wle fdlgt fsstgesetzt 



5. HInslchtllch der Zueammenfassung 

[Y] wIrd der vom AnmeMer eingerelchte Wortlaut genehmlgt. 

wurde der Wortlaut nach R gel 38.2b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der BehOrde fsstgesetzt Der 
I I Anmekler kann der BehOrde Innertialb eines Monats nach d m Datum der Absendung dieses lntematk>nalen 
Recherc^nt>erlchts Ine Stellungnahme vortegen. 

6. 



Fblgende Abbildung der Zeichnungan 1st mit der Zusammenfassung zu verflffentllchen: Abb. Nr. 1 
X| wle vom Anmelder vorgeschlagen Q 
I well der Anmelder selbst kelne Abbildung vorgeschlagen hat 
I well diese Abblkiung die Erflndung besser kennz Ichnet 



kelne d rAbb. 
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(57) Abstract 

The invention relates to a method and a device for thermally connecting 
the contact surfaces (26, 27) of a contact substrate (11) comprising contact 
surfaces (28, 29) of a carrier substrate (12), The substrates (1 1, 12) are arranged 
in a connecting position in such a way that the contact surfaces (26, 28; 27, 29) 
are opposite each other on the connecting level. In order to reach the connecting 
temperature that is necessary for the connecting level, the contact substrate (11) 
is heated to the connecting temperature from the contact surface (26, 27) of 
the contact substrate (11). The substrate is impinged upon with laser energy in 
order to heat up the contact substrate (11). 

(57) Zusammenfassung 

Verfahren und Vorrichtung zur thermischen Verbindung von 
Anschlussflachen (26, 27) eines Kontaktsubstrats (11) mit Anschlussfiachen 
(28, 29) eines TrSgersubstrats (12), wobei zur DurchfUhrung der Verbindung 
die Substrate (11, 12) in einer Verbindungsposition derart angeordnet 
werden, dass die Anschlussflachen (26, 28; 27. 29) in der Verbindungsebene 
einander gegentlberliegen, unter zur Erzielung der in der Verbindungsebene 
notwendigen Verbindungstemperatur das Kontaktsubstrat (11) von seiner 
den Anschlussflachen (26, 27) gegenUberliegenden Rtickseite her auf 
die Verbindungstemperatur aufgeheizt wird, und zur Aufheizung des 
Kontaktsubstrats (11) eine Beaufschlagung des Substrats mit Laserenergie 
erfolgt. 
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Verfahren und Vorrichtung zur thermischen Verbindung von AnscbluOflachen 

zweier Substrate 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur thermischen Verbin- 
dung von AnschluBflachen eines Kontaktsubstrats mit Anschlufiflachen 
eines Tragersubstrats, wobei zur Durchfiihrung der Verbindung die 
Substrate in einer Verbindungsposition derart angeordnet warden, daB die 

20 AnschluBflachen in der Verbindungsebene einander gegenuberliegen, und 
zur Erzielung der in der Verbindungsebene notwendigen Verbindungs- 
temperatur das Kontaktsubstrat von seiner, den AnschluBflachen gegen- 
uberliegenden Ruckseite her auf die Verbindungstemperatur aufgeheizt 
wird. Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine zur Durchfuh- 

25 rung des Verfahrens geeignete Vorrichtung gemafi dem Oberbegriff des 
Anspruchs 6. 

Zur Kontaktierung der AnschluBflachen eines Substrats mit AnschluBfla- 
chen eines weiteren Substrats, also beispielsweise zur Kontaktierung 
eines Chips auf einem Tragersubstrat, ist es bekannt, den in eine Verbin- 
30 dungsposition mit dem Tragersubstrat liberftihrten Chip, in der die Chip- 
anschluBflachen den zugeordneten AnschluBflachen des Tragersubstrats 



wo 00/41834 



2 



PCT/DEOO/00084 



gegeniiberliegend angeordnet sind, von seiner Riickseite her mit Tempe- 
ratur zu beaufschlagen, um durch Warmeleitung die der Riickseite des 
Chips gegenuberliegende ChipanschluBflache auf Verbindungstemperatur 
aufzuheizen, derart, daB ein zwischen den ChipanschluBflachen und den 
AnschluBflachen des Substrats angeordnetes Verbindungsmaterial auf 
Schmelztemperatur aufgeheizt wird, um eine stoffschlussige elektrische 
Verbindung zwischen den AnschluBflachen herzustellen. 

Weiterhin ist es bekannt, hierzu Verbindungs- oder Kontaktiereinrichtun- 
gen einzusetzen, die eine sogenannte „Thermode" aufweisen, also einen 
elektrischen Widerstandsleiter, der insbesondere in einem im Querschnitt 
zumeist verjungten Thermodenkontaktbereich durch Beaufschlagung mit 
einem elektrischen Strom eine hohe Verlustwarme emittiert, die zur ruck- 
seitigen Temperaturbeaufschlagung des Substrats, also beispielsweise des 
Chips, verwendet wird. Da der Warmeiibergang von der Thermode auf den 
Chip durch Warmeleitung erfolgt, wirkt sich der zwischen den unter- 
schiedlichen Elementen, also der Thermode und dem Chip, ausgebildete 
Warmewiderstand nachteilig auf die zum Erreichen der Verbindungstem- 
peratur im Chip benotigte Aufheizzeit aus. In der Praxis fiihrt dies dazu, 
daB die Thermode selbst zwar innerhalb weniger Millisekunden auf die 
erforderliche Temperatur aufgeheizt ist, aber infolge des zwischen der 
Thermode und dem Chip ausgebildeten Warmetibergangswiderstands die 
Aufheizzeit des Chips ein Vielfaches davon betragt, also etwa im Bereich 
von 5 bis 10 Sekunden liegt. Hinzu kommt, daB haufig aufgrund der 
hohen Temperaturbelastung des Thermodenkontaktbereichs sich der 
Thermodenkontaktbereich verformt, wodurch sich der Flachenkontakt 
zum Chip verringert und der fur die Aufheizzeit nachteilige Warmeiiber- 
gangswiderstand noch weiter erhoht wird. 

Weiterhin ist in der Praxis auch eine Verlangsamung der Aufheizzeit des 
Chips feststellbar, die durch die im Vergleich zum Chip erheblich groBere 
Warmekapazitat der Thermode begrtindet ist. 
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Aufgrund der vorgenannten langen Aufheizzeit, die zur Erreichung der 
Verbindungstemperatur im Chip bzw. in den AnschluBflachen des Chips 
notwendig ist, erweist sich das bekannte Verfahren zur Anwendung bei 
temperaturempfindlichen Substraten, wie beispielsweise aus PVC oder 
5 Polyester, als ungeeignet. Somit ist es auch nicht moglich, das bekannte 
Verfahren im Bereich der Chipkarten-Herstellung einzusetzen, bei der 
Chips auf Tragersubstraten aus PVC, Polyester oder ahnlich temperatur- 
empfindlichen Materialien verwendet werden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
io fahren bzw. eine Vorrichtung vorzuschlagen, das bzw. die die Herstellung 
einer Verbindung der eingangs genannten Art auch unter Verwendung 
temperaturempfindlicher Substrate ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung gemaB 
dem Anspruch 1 bzw. 6 gelost. 

15 Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren erfolgt zur Aufheizung des Kon- 
taktsubstrats eine Beaufschlagung des Substrats mit Laserenergie. Hierbei 
wird der zur Aufheizung des Kontaktsubstrats, also beispielsweise des 
Chips, notwendige Energieeintrag in den Chip durch die Absorption der 
Laserstrahlung im Chip ermoglicht, so daB die Warmeenergie erst im 

20 Chip selbst ausgebildet wird. Mithin tritt bei dem erfindungsgemaBen 
Verfahren auch kein Warmeiibergangswiderstand mit den eingangs aus- 
gefuhrten Nachteilen fur die Aufheizzeit des Chips auf. Im Ergebnis wird 
hierdurch die Aufheizzeit betrachtlich verkiirzt, woraus sich eine wesent- 
lich reduzierte Temperaturbelastung fur beide Substrate ergibt. Insbeson- 

25 dere bei der Chipkarten-Herstellung wird also eine Gefahrdung des 
empfindlichen Tragersubstrats vermieden. Wegen der relativ geringen 
Temperaturbelastung ist die Wahl des Materials des Tragersubstrats 
beliebig. So kommen neben Kunststoffsubstraten auch Papiersubstrate in 
Frage. Daruber hinaus wird auch die Gefahr von Dotierungsanderungen in 

30 der Chipstruktur, wie sie bei zu hoher Temperaturbelastung auftreten 
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konnen, erheblich reduziert. Da die Aufheizung der ChipanschluBflachen 
durch eine Aufheizung der Struktur des Kontaktsubstrats erfolgt, ist auch 
keine Fokussierung der Laserstrahlung auf die ChipanschluBflachen 
notwendig, so da6 auf eine entsprechende Fokussierungseinrichtung 
5 verzichtet werden kann. 

Besonders gute Verbindungsergebnisse, insbesondere hinsichtlich einer 
moglichst gleichmaBigen Spaltausbildung zwischen den Kontaktoberfla- 
chen der Substrate, werden moglich, wenn wahrend der Aufheizung des 
Substrats und der Kontaktierung der einander gegeniiberliegenden An- 
10 schluBflachen der Substrate eine Abstxitzung der Ruckseite des Kon- 
taktsubstrats erfolgt, derart, daB zumindest teilweise Flachenbereiche der 
Ruckseite abgestutzt werden, die auBerhalb der durch die Laserenergie 
beaufschlagten Energieflache liegen. 

Eine besonders effektive Moglichkeit der Ausfuhrung des Verfahrens 
15 ergibt sich, wenn die Abstutzung zumindest teilweise mittels einer 

Kontaktflache einer Kontaktiereinrichtung erfolgt, die zum AnschluB oder 
zur Aufnahme einer Glasfaser dient. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn im Zusammenhang mit 
der Durchfuhrung des Verbindungsverfahrens das Substrat zur Uberfiih- 
20 rung in die Verbindungsposition durch die Kontaktflache mit Unterdruck 
beaufschlagt wird, da es hierdurch moglich wird, die Herstellung der 
Verbindung sowie die Handhabung des Kontaktsubstrats mit ein und 
derselben Vorrichtung durchzufuhren. 

Eine besonders haltbare, da insbesondere gegen Korrosionswirkung der 
25 Umgebung geschutzte Art der Verbindung beider Substrate laBt sich 

erzielen, wenn gleichzeitig mit Anordnung der Substrate in der Verbin- 
dungspositon und nachfolgender Herstellung der thermischen Verbindung 
der AnschluBflachen der Substrate eine Verdrangung eines in der Verbin- 
dungsebene zwischen den Substraten angeordneten Klebematerials mit 
30 nachfolgender Aushartung des Klebematerials infolge der Beheizung des 
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Substrats erfolgt. Diese Verfahrensvariante erweist sich zudem als 
besonders effektiv, da kein nachfolgender, separater Verfahrensschritt zur 
Versiegelung des Verbindungsspaltes zwischen den Substraten erforder- 
lich ist. 

5 Die erfindungsgemafie Kontaktiereinrichtung zur Herstellung einer 

thermischen Verbindung zwischen in einer Verbindungsebene einander 
gegenuberliegenden AnschluBflachen zweier Substrate ist mit einem 
Kontaktmundstiick versehen, das zum AnschluB an mindestens ein Glas- 
faserendstiick dient. Das Kontaktmundstiick weist eine Unterdruckein- 

10 richtung auf, die mit einer Unterdruckoffnung in einer Kontaktflache des 
Kontaktmundstiicks verbunden ist. Hierdurch ermoglicht die erfindungs- 
gemafie Kontaktiereinrichtung nicht nur eine Beheizung des Substrats 
durch Induzierung der Verbindungswarme im Substrat, sondern vielmehr 
gleichzeitig auch eine Handhabung des zu kontaktierenden Substrats, 

15 wodurch insgesamt eine besonders effektive Herstellung einer Verbin- 
dung zwischen zwei Substraten moglich wird. 

Eine besonders exakte Ausrichtung und definierte Anordnung des zumin- 
dest einen Glasfaserendstucks gegeniiber dem Kontaktubstrat wird er- 
reicht, wenn der AnschluB des zumindest einen Glasfaserendstucks an das 

20 Kontaktmundstuck mittels einer Faserhalteeinrichtung erfolgt, und das 
Kontaktmundstiick mit der Anzahl der verwendeten Glasfasern entspre- 
chenden Glasfaseraufnahmekanalen versehen ist, die in die Kontaktflache 
einmiinden. Dabei konnen Faserendquerschnitte der Glasfaserendstiicke 
mit Abstand zur Kontaktflache des Kontaktmundstiicks oder biindig mit 

25 der Kontaktflache des Kontaktmundstiicks angeordnet sein. 

Insbesondere bei einer mit der Kontaktflache des Kontaktmundstiicks 
bundigen Anordnung der Faserendquerschnitte der Glasfaserendstiicke 
erweist es sich als vorteilhaft, die Faserhalteeinrichtung mit einer Faser- 
vorschubeinrichtung zu versehen. Dabei kann die Faservorschubeinrich- 
30 tung separat oder in die Faserhalteeinrichtung integriert ausgebildet sein. 
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Wenn der Glasfaseraufnahmekanal bzw. die Glasfaseraufnahmekanale 
gleichzeitig zur Ausbildung von Unterdruckleitungen der Unterdruckein- 
richtung dienen, ist ein besonders einfacher Aufbau des Kontaktmund- 
stiicks moglich. 

5 Weiterhin tragt zur Vereinfachung des Aufbaus des Kontaktmundstiicks 
bei, wenn die Faserhalteeinrichtung mit einem DruckanschluB fur die 
Unterdruckeinrichtung versehen ist, so daB in der Faserhalteeinrichtung 
gleichzeitig zwei Funktionen realisiert sind. 

Eine besonders wartungsarme Ausfuhrung der Kontaktiereinrichtung wird 
10 moglich, wenn die Faserhalteeinrichtung zur Aufnahme von zumindest 
einem Glasfaserendstiick dient, derart, daB ein Faserendquerschnitt mit 
Abstand zur Kontaktflache des Kontaktmundstucks angeordnet ist, Hier- 
durch wird ein direkter Beruhrungskontakt zwischen dem Faserendquer- 
schnitt und dem aufzuheizenden Substrat vermieden, so daB eine Erwar- 
15 mung des Faserendquerschnitts mit einer daraus resultierenden moglichen 
Verschmutzung des Faserendquerschnitts unterbleibt. 

Wenn das Kontaktmundsttick als kapselartiger Hohlkorper ausgebildet ist, 
der in der Kontaktflache die Unterdruckoffnung und in seiner Mantelfla- 
che den DruckanschluB aufweist, wird eine besonders einfach ausgebil- 
20 dete und leicht herstellbare Ausfuhrungsform der Kontaktiereinrichtung 
moglich. 

Nachfolgend werden bevorzugte Varianten des erfindungsgemaBen 
Verfahrens bzw, bevorzugte Ausfuhrungsformen der erfindungsgemaBen 
Vorrichtung anhand der Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

25 Fig, 1 eine Kontaktiereinrichtung unmittelbar vor Kontaktierung 

eines Kontaktsubstrats auf einem Tragersubstrat; 

Fig. 2 eine v^eitere Ausfuhrungsform einer Kontaktiereinrichtung 
wahrend der Kontaktierung des in Fig, 1 dargestellten 
Kontaktsubstrats auf dem Tragersubstrat; 
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Fig. 3 eine weitere Ausfiihrungsform der Kontaktiereinrichtung 
mit zwei Glasfasern unmittelbar vor Kontaktierung eines 
Kontaktsubstrats auf einem Tragersubstrat; 

Fig. 4 die in Fig. 3 dargestellte Kontaktiereinrichtung mit gegen- 
iiber der Darstellung in Fig. 3 geanderter Anordnung der 
Glasfasern unmittelbar vor Kontaktierung des Kontakt- 
substrats auf dem Tragersubstrat; 

Fig. 5 eine Seitenansicht der in Fig. 4 dargestellten Kontaktier- 
einrichtung; 

Fig. 6 eine weitere Ausftihrungsform der Kontaktiereinrichtung. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Kontaktiereinrichtung 10, 
die zur Kontaktierung eines hier als Chip 11 ausgebildeten Kontaktsub- 
strats auf einem Tragersubstrat 12 dient. Die Kontaktiereinrichtung 10 
umfalit ein Kontaktmundstuck 13, das an seinem unteren Ende mit einer 
Kontaktflache 14 versehen ist. Durch das Kontaktmundstuck 13 erstreckt 
sich in Langsrichtung des Kontaktmundstiicks 13 ein Endstiick 15 einer 
Glasfaser 16 in einem Glasfaseraufnahmekanal 17. Mit seinem oberen 
Teil 18 wird das Endstiick 15 der Glasfaser 16 in einer Faserhalteein- 
richtung 19 gehalten, die am oberen Ende des Kontaktmundstiicks 13 
angeordnet ist. Im vorliegenden Fail ist die Faserhalteeinrichtung 19 mit 
einer Faserfixierung 20 versehen, die die Glasfaser 16 in ihrer Relativpo- 
sition gegeniiber dem Kontaktmundstiick 13 definiert und im iibrigen mit 
einem seitlichen AnschluBstutzen 21 versehen, der zur Verbindung mit 
einer hier nicht naher dargestellten Unterdruckquelle dient. Die Faser- 
halteeinrichtung 19 weist einen gegeniiber dem Faserdurchmesser vergro- 
Berten Innendurchmesser auf, so daB in der Faserhalteeinrichtung 19 ein 
Ringspalt 22 ausgebildet ist, der aufgrund des ebenfalls gegeniiber dem 
Faserdurchmesser vergroBerten Bohrungsdurchmessers des Glasfaserauf- 
nahmekanals 17 in einen Kanalringspalt 23 iibergeht, so daB im Bereich 
einer in der Kontaktflache 14 ausgebildeten Miindungsoffnung 24 des 
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Glasfaseraufnahmekanals 17 Unterdruck anliegt, mit der Folge, dafi, wie 
in Fig, 1 dargestellt, der Chip 1 1 bei Beaufschlagung des Glasfaserauf- 
nahmekanals 17 mit Unterdruck mit seiner Ruckseite 25 gegen die Kon- 
taktflache 14 des Kontaktmundstiicks 13 gesogen wird. 

5 Auf diese Art und Weise ist es moglich, den Chip 1 1 aus einem hier nicht 
naher dargestellten Chipreservoir oder dergleichen aufzunehmen und in 
die in Fig. 1 dargestellte Ausgangsposition zur Herstellung einer Verbin- 
dung zwischen dem Chip 11 und dem Tragersubstrat 12 zu iiberfuhren, in 
der der Chip 11 mit seinen ChipanschluBflachen 26, 27 gegenuberliegend 

10 von zugeordneten AnschluBflachen 28, 29 des Tragersubstrats 12 ange- 
ordnet ist. 

Wie Fig, 1 zeigt, ist in der Ausgangsposition, in der sich der Chip 11 
noch mit Abstand oberhalb des Tragersubstrats 12 befindet, ein Kleber- 
materialdepot 30 derart auf dem Tragersubstrat 12 aufgetragen, daB die 
15 AnschluBflachen 28 und 29 des Tragersubstrats 12 abgedeckt sind. 

Fig. 2 zeigt eine gegenuber der in Fig. 1 dargestellten Kontaktierein- 
richtung 10 abgeanderte Kontaktiereinrichtung 30, die sich in der Ver- 
bindungsposition befindet, in der ein Kontaktmundstiick 31 mit an der 
Kontaktflache 14 durch Unterdruck haftendem Chip 1 1 so gegen das 

20 Tragersubstrat 12 bewegt ist, daB die ChipanschluBflachen 26, 27 Beruh- 
rungskontakt mit den zugeordneten AnschluBflachen 28, 29 des Trager- 
substrats 12 haben. Infolge der Ausbildung des Beriihrungskontakts ergibt 
sich eine Verdrangung des Klebermaterialdepots 32, wie in Fig. 2 darge- 
stellt, derart, daB ein zwischen dem Chip 11 und dem Tragersubstrat 12 

25 ausgebildeter Spalt 33 durch das Klebermaterial des Klebermaterialdepots 
32 abdichtend ausgefuUt ist. Gleichzeitig schiebt sich das Klebermateri- 
aldepot 32 in der Peripherie des Chips 11 wulstformig auf, so daB eine 
besonders sichere seitliche Abdichtung des Spalts 33 geschaffen wird. 

In der in Fig, 2 dargestellten Verbindungsposition erfolgt die Beheizung 
30 des Chips 11 bzw. der mit dem Chip 11 verbundenen ChipanschluBfla- 
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chen 26, 27 und der mit den ChipanschluBflachen 26, 27 in Beriihrungs- 
kontakt stehenden Anschlufiflachen 28, 29 des Tragersubstrats 12. 

Wie bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfiihrungsform der Kontaktierein- 
richtung 10 befindet sich das Endstiick 15 der Glasfaser 16 auch bei der 

5 Kontaktiereinrichtung 30 in einem Glasfaseraufnahmekanal 17, in diesem 
Fall jedoch derart, dafi ein Faserendquerschnitt 34 der Glasfaser 16 mit 
einem Abstand a von der Riickseite 25 des Chips 11 angeordnet ist. Die 
Glasfaser 16 ist mit einer hier nicht naher dargestellten Laserquelle 
verbunden, die Laserstrahlung in die Glasfaser 16 emittiert. Die Laser- 

10 strahlung tritt aus dem Faserendquerschnitt 34 aus und iiber die Riickseite 
25 des Chips 1 1 in die Chipstruktur des Chips 11 ein. Durch Absorption 
der Laserstrahlung in der Chipstruktur erfolgt eine Umwandlung von 
Strahlungsenergie in Warmeenergie, mit der Folge, daB sich der Chip 11 
und damit auch die mit dem Chip verbundenen ChipanschluBflachen 26, 

15 27 sowie die mit den ChipanschluBflachen 26, 27 in Beriihrungskontakt 
stehenden Anschlufiflachen 28, 29 auf Verbindungstemperatur aufheizen. 
Die ChipanschluBflachen 26, 27 und/oder die Anschlufiflachen 28, 29 des 
Tragersubstrats 12 sind auf an sich bekannte Art und Weise mit einem 
schmelzbaren Verbindungsmaterial versehen, das infolge der Aufheizung 

20 des Chips 11 aufschmilzt und nach Erstarrung eine feste stoffschliissige 
Verbindung zwischen dem Chip 11 und dem Tragersubstrat 12 herstellt, 
Gleichzeitig mit dem Aufheizen der ChipanschluBflachen 26, 27 und der 
Anschlufiflachen 28, 29 erfolgt auch eine Temperaturerhohung des 
Klebermaterialdepots 32, die bei geeigneter Materialzusammensetzung 

25 des Klebermaterialdepots 32 zu einer Aushartung oder zumindest zu 
einem beschleunigten Ausharten des Klebermaterialdepots 32 fiihrt. 

Fig.l zeigt, dafi die Riickseite 25 des Chips 11 auBerhalb einer durch die 
Miindungsoffnung 24 iiberdeckten Energieflache 51, iiber die der Ener- 
gieeintrag in den Chip 11 erfolgt, durch umgebende Flachenbereiche der 
30 Kontaktflache 14 abgestiitzt wird. 
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Die in Fig. 2 dargestellte Kontaktiereinrichtung 30 weist gegenuber der 
Kontaktiereinrichtung 10 nach Fig, 1 einige Abweichungen auf, die 
jedoch ohne Auswirkungen auf die Durchfuhrung des vorbeschriebenen , 
Verfahrens sind, so dalJ sowohl die Kontaktiereinrichtung 10 als auch die 
5 Kontaktiereinrichtung 30 gleichermalien zur Positionierung des Chips 11 
in der in Fig. 1 dargestellten Ausgangsposition sowie zur Herstellung der 
Verbindung zwischen dem Chip 11 und dem Tragersubstrat 12 in der in 
Fig. 2 dargestellten Verbindungsposition verwendet werden konnen. 

Im Unterschied zu der Kontaktiereinrichtung 10 weist die Kontaktierein- 
10 richtung 30 eine in den Korper des Kontaktmundstucks 31 integriert 
ausgebildete Faserhalteeinrichtung 35 auf. Daruber hinaus weist die 
Kontaktiereinrichtung 30 einen als Querbohrung im Korper des Kontakt- 
mundstucks 31 ausgefiihrten DruckanschluB 36 auf, der zur Herstellung 
einer Unterdruckverbindung mit der Miindungsoffnung 24 im Kontakt- 
15 mundstuck 31 tiber einen zwischen dem Faserendstuck 15 und einem 
Glasfaseraufnahmekanal 37 ausgebildeten Kanalringspalt 38 dient. 

Fig. 3 zeigt in Ausgangsposition uber dem Tragersubstrat 12 eine Kon- 
taktiereinrichtung 39, die im Unterschied zu den Kontaktiereinrichtungen 
10 und 30 mit zwei Glasfasern 16 versehen ist, derart, daB in parallel 

20 zueinander angeordneten Glasfaseraufnahmekanalen 40, 41 Faserendstiik- 
ke 42 mit einem Abstand a zwischen ihren Faserendquerschnitten 34 und 
der Rtickseite 43 eines Chips 44 angeordnet sind. Zur Lagefixierung der 
Faserendstucke 42 gegenuber einem Kontaktmundstuck 45 der Kontak- 
tiereinrichtung 39 sind die Faserendstucke 42 durch eine mit dem oberen 

25 Ende des Kontaktmundstucks 45 verbundene Faserhalteeinrichtung 46 
gefiihrt. 

Wie Fig, 5 zeigt, ist bei der Kontaktiereinrichtung 39 zur Ausbildung 
einer Verbindungsleitung zwischen einer Mundungsoffnung 47 in einer * 
am unteren Ende des Kontaktmundstucks 45 ausgebildeten Kontaktflache 
30 48 und einem als Querbohrung in das Kontaktmundstuck 45 ausgefiihrten 
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DruckanschluB 49 ein von den Glasfaseraufnahmekanalen 40, 41 unab- 
hangiger Unterdruckkanal 49 ausgebildet. Die Ausfuhrungen der in den 
Fig. 3, 4 und 5 dargestellten Kontaktiereinrichtung 39 eignet sich beson- 
ders zur Herstellung einer Verbindung zwischen einem groBeren Chip 44 
5 bzw. einem groCeren Substrat und einem Tragersubstrat 12, wohingegen 
die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Kontaktiereinrichtungen 10 und 30 
mit nur einer Glasfaser 16 eher fiir die Kontaktierung von kleineren 
Chips, wie beispielsweise bei der Chipkartenherstellung, geeignet sind. 

Wie ein Vergleich der Fig. 3 und 4 zeigt, ermoglicht die Kontaktierein- 
10 richtung 39 je nach Einstellung der Relativposition der Faserendstucke 42 
gegeniiber der Faserhalteeinrichtung 46 eine Anordnung der Faserend- 
querschnitte 34 der Glasfaser 16 im Abstand a zur Ruckseite 43 des Chips 
44 (Fig. 3) Oder unmittelbar angrenzend an die Ruckseite 43 des Chips 
44, wie in Fig. 4 dargestellt. Insbesondere bei Wahl der in Fig. 4 darge- 
15 stellten Konfiguration der Glasfasern 16 im Kontaktmundstuck 45 erweist 
es sich als vorteilhaft, wenn die Faserhalteeinrichtung 46 mit einer hier 
nicht naher dargestellten Faservorschubeinrichtung kombiniert ist, die 
einen Faservorschub zum Ausgleich von etwaigen Abnutzungserschei- 
nungen an den Faserendquerschnitten 34 ermoglicht. 

20 Ebenso wie die in den Fig. 3, 4 und 5 dargestellte, zur Aufnahme mehre- 
rer Glasfasern 16 geeignete Kontaktiereinrichtung 39 ist es natiirlich auch 
moglich, die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Kontaktiereinrichtungen 10 
und 30 mit Faserhalteeinrichtungen zu versehen, die uber Faservorschub- 
einrichtungen verfugen, um ahnlich wie in Fig. 4 dargestellt, eine Konfi- 

25 guration der Glasfaser 16 im Kontaktmundstuck 13 bzw. im Kontakt- 
mundstuck 31 mit einem an die Ruckseite 25 des Chips 11 angrenzenden 
Faserendquerschnitt 34 zu ermoglichen. 

Fig. 6 zeigt eine Kontaktiereinrichtung 52, mit einem Kontaktmundstuck 
53, das als kapselartiger Hohlkorper ausgebildet ist und im vorliegenden 
30 Fall iiber seinen oberen Umfangsrandbereich 54 beispielsweise durch 
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Klebung oder Aufschrumpfen mit einem Faserendstuck 55 der Glasfaser 
16 verbunden ist. Im Bereich seiner Kontaktflache 56 ist das Kontakt- 
mundstuck 53 transparent ausgebildet, wohingegen es sich ftir eine innere 
Mantelflache 57 des Kontaktmundstiicks 53 als vorteilhaft erweist, wenn 
5 diese strahlungsreflektierend ausgebildet ist. 

Wie die vorstehend beschriebenen Kontaktiereinrichtungen verfugt auch 
die Kontaktiereinrichtung 52 in ihrer Kontaktflache 56 iiber eine Offnung 
5 8, die im vorliegenden Fall iiber den gesamten Innenraum des als Hohl- 
korper ausgebildeten Kontaktnfiundstiicks 53 eine Fluidverbindung mit 
10 einem seitlich am Kontaktmundstuck 53 angebrachten Druckanschlufi 59 
ermoglicht. 

Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist die transparente 
Kontaktflache 56 groBer als die Flache der Ruckseite 43 des Chips 44. 
Um zu verhindern, daB ein beispielsweise iiber einen hier nicht darge- 
15 stellten Scanner gefiihrter Laserstrahlengang 61 am Chip 44 vorbei 

unmittelbar auf das in Fig. 6 nicht dargestellte Tragersubstrat gelangt, 
kann im Bereich des Laserstrahlengangs 61 eine Blende oder eine andere 
Einrichtung zur Beeinflussung des Laserstrahlengangs 61 angeordnet 
werden. 

20 Wie aus Fig. 6 ersichtlich wird, ermoglicht die Kontaktiereinrichtung 52 
eine hinsichtlich der Geratekosten besonders kostengtlnstige Ausfuhrung 
des Verfahrens, da die Kontaktiereinrichtung 52 quasi als Faserendkappe 
ausgebildet ist, die einfach auf das Faserendstuck 55 der Glasfaser 16 
aufgestiilpt werden kann. Entsprechend einem an der Verbindungsstelle 

25 zwischen dem Kontaktmundstuck 53 und dem Faserendstuck 55 ausgebil- 
deten Kappeniiberstand 60 laBt sich der Abstand A zwischen dem Faser- 
endquerschnitt 34 und der Kontaktflache 56 einstellen. 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zur thermischen Verbindung von AnschluBflachen eines 
Kontaktsubstrats mit AnschluBflachen eines Tragersubstrats, wobei 

5 zur Durchfuhrung der Verbindung die Substrate in einer Verbin- 

dungsposition derart angeordnet werden, daB die AnschluBflachen in 
der Verbindungsebene einander gegenuberliegen, und zur Erzielung 
der in der Verbindungsebene notwendigen Verbindungstemperatur das 
Kontaktsubstrat von seiner, den AnschluBflachen gegenuberliegenden 
10 Ruckseite her auf die Verbindungstemperatur aufgeheizt wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Aufheizung des Kontaktsubstrats (11, 44) eine Beaufschla- 
gung des Substrats mit Laserenergie erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

15 dadurch gekennzeichnet, 

daB wahrend der Aufheizung des Kontaktsubstrats (11, 44) und einer 
Kontaktierung der einander gegenuberliegenden AnschluBflachen (26, 
27; 28, 29) der Substrate eine Abstiitzung der Ruckseite (25, 43) der 
Substrate erfolgt, derart, daB zumindest teilweise Flachenbereiche der 

20 Ruckseite abgestutzt werden, die auBerhalb der dutch die Laserener- 

gie beaufschlagten Energieflache (51) liegen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Abstiitzung zumindest teilweise mittels einer Kontaktflache 
25 (14, 48, 56) einer Kontaktiereinrichtung (10, 30, 39, 52) erfolgt, die 

zum AnschluB oder zur Aufnahme einer Glasfaser (16) dient. 



4. Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
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daB das Substrat (11, 44) zur Uberfiihrung in die Verbindungsposition 
durch die Kontaktflache (14, 48, 56) mit Unterdruck beaufschlagt 
wird. 



5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche, 

5 dadurch gekennzeichnet, 

daB gleichzeitig mit Anordnung des Kontaktsubstrats (11, 44) in der 
Verbindungsposition und nachfolgender Herstellung der thermischen 
Verbindung der AnschluBflachen (26, 27; 28, 29) der Substrate (11, 
44; 12) eine Verdrangung eines in der Verbindungsebene zwischen 

10 den Substraten angeordneten Klebermaterialdepots (32) mit nachfol- 

gender Aushartung des Klebermaterials infolge der Beheizung des 
Kontaktsubstrats erfolgt. 



6. Kontaktiereinrichtung zur Herstellung einer thermischen Verbindung 
zwischen in einer Verbindungsebene einander gegeniiberliegenden 
15 AnschluBflachen zweier Substrate mit einem Kontaktmundstiick zum 

AnschluB an mindestens ein Glasfaserendstiick, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Kontaktmundstuck (13, 31, 45, 53) mit einer Unterdruckein- 
richtung versehen ist, die mit einer Unterdruckoffnung (24, 47, 58) in 
20 einer Kontaktflache (14, 48, 56) des Kontaktmundstiicks (13, 31, 45, 

53) verbunden ist. 



7. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der AnschluB des mindestens einen Glasfaserendstucks (15, 42, 
25 55) an das Kontaktmundstuck (13, 31, 45, 53) mittels einer Faserhal- 

teeinrichtung (19, 35, 46) erfolgt, und das Kontaktmundstuck mit der 
Anzahl der verwendeten Glasfasern (16) entsprechenden Glasfaser- 
aufnahmekanalen (17, 40, 41) versehen ist, die in die Kontaktflache 
(14, 48, 56) munden. 
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8. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung mit einer Faservorschubeinrichtung 
versehen ist. 

5 9. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Glasfaseraufnahmekanal (17) bzw. die Glasfaseraufnahmeka- 
nale (40, 41) gleichzeitig zur Ausbildung von Unterdruckleitungen 
der Unterdruckeinrichtung dienen. 

10 10. Kontaktiereinrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 6 bis 
9, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung (19) mit einem DruckanschluB (21) zur 
Ausbildung der Unterdruckeinrichtung versehen ist. 



15 11. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Faserhalteeinrichtung (19, 35, 46, 54) zur Aufnahme von zu- 
mindest einem Glasfaserendstiick (15, 42, 55) dient, derart, daB ein 
Faserendquerschnitt (34) mit Abstand zur Kontaktflache (14, 48, 56) 
20 des Kontaktmundstiicks (13, 31, 45, 53) angeordnet ist. 



12. Kontaktiereinrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Kontaktmundstuck (53) als kapselartiger Hohlkorper ausge- 
bildet ist, der in der Kontaktflache die Unterdruckoffnung und in sei- 
25 ner Mantelflache (57) den DruckanschluB (59) aufweist. 
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